Miglioramenti del modello a T:

Resistenze equivalenti 'guardando’ nella base e nell' emettitore
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Modello a 7 ibrido: Versione a bassa frequenza
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Esempio: Applicazione a stadio semplice CE
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Impedenze intrinseche del BJT (in zona attiva!l):

Base: Si 'guarda’ dentro B

R, = r,; stato uscita irrilevante perche' r, a ground
Collettore: Si 'guarda’ dentro C
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Emettitore : Si 'guarda’ dentro E
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Applicazione: Stadio CE con resistenza su emettitore
NB: Non considerate resistenze del partitore di bias

Non considerato effetto Early
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Tenendo conto dell'effetto Early:
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R, aumentata — Migliorato generatore di corrente

Tenendo conto del partitore di bias:
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Al gran completo:
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